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1.はじめに: これまでに我々は、n-GaN 表面の加工損傷を PEC（Photoelectrochemical）エッチング

により除去可能であることを示した[1]。装置セットアップを簡便化した CL-PEC（Contact-Less-PEC）

エッチング法 [2]でも同等の効果が期待できるが、現状でエッチングの様子をその場でモニタする

手段がなく、加工損傷面に対するエッチングレートやその制御性などは未だ明らかとなっていない。

本研究では、ICP-RIE加工を施した n-GaNに対して CL-PEC を適用し、エッチングに必要な PEC

条件を調査し、エッチングレートの制御を試みた。 

2. 実験方法: n型 GaN自立基板（ND=5.0×1016）を参照試

料：As-grownとし、ICP-RIE加工した試料を ICP5W（Pbias = 

5）、ICP30W（Pbias = 30W）として用意した。試料をペルオキ

ソ二硫酸カリウム水溶液に浸し、SO4*–ラジカルの生成を促

す UVC 光を照射して CL-PEC エッチングを行った。その

他、UVA 光を追加で照射し、その強度依存性を調査し

た。 

3．結果と考察: 図 1 に、UVC 光のみを照射したエッチン

グ時の時間経過と深さの関係を示す。As-grown では時間

とともに深さが増大したのに対し、ICP30W ではエッチング

が進行しなかった。これは ICP-RIEによって加工面に導入

された欠陥が光励起キャリアの再結合中心となり、エッチ

ング反応に必要な正孔を消費したためだと考えられる。次

に、追加した UVA 強度とエッチング深さの関係を図 2 に

示す。ICP5W では、UVA 強度を上げても深さに大きな変

化は見られなかった。一方 ICP30W では、UVA 強度が上

昇するにつれ深さが急増し、やがて飽和する傾向を示し

た。これは、光量に依存して、反応律速過程が正孔供給

からイオン拡散へ推移したことを示唆している。また、損傷

の大きな試料に対しても、十分な光キャリア（正孔）を供給

することで、エッチング可能であることが示された。 
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Fig 1. Correlation between 
etching depth and time in CL-
PEC etching under UVC light. 

Fig 2. Etching depth vs. UVA light 
intensity. 
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